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はじめに 前回、グラフェン機械共振器(G-MR)の高

い Q 値を実現するために、G-MR の小型化が有用であ

ることを報告した。今回は、ナノ電気機械グラフェン

共振器(G-NEMR)のモード結合に注目し、金属のロー

カルゲート構造を有した架橋 G-NEMR の高次モード

振動についての報告を行う。 

実験 ゲート電極としての Cr / Au を n+Si / SiO2基板

上に蒸着させ、酸化膜としてスピンオングラス(SOG)

をスピンコートした。次に、CVD で合成したグラフェ

ンを転写し、O2プラズマでエッチングし、幅 2 μm の

グラフェンリボンを形成した。架橋構造を形成するた

めに、グラフェンの下の SOG を BHF でエッチング

し、超臨界乾燥法を使用して乾燥を行うことにより、

ローカル金属ゲートを有したチャネル長および幅が

2×2 μm2の G-NEMR を作製した(Fig. 1.)。振動は、真

空下(10-3Pa)で測定を行った。 

結果と検討 グローバルゲート構造を使用したチャ

ネル長 L = 2 μmの G-NEMR では、VGS > 12 V で共振

を観測することができた(Fig. 2.)。しかし、この構造

では、高次モードを測定することが困難だった。高い

周波数に対する主に電極の寄生容量と n+Si のインピ

ーダンスのため、VGS = 30 V のゲート電圧が印加され

た場合でも、100 MHz を超える共振を測定するのが困

難だった。本研究では、G-NEMR と同じサイズのロー

カルゲートを用い、VGS = 30 V で 100 MHz を超える共

振が確認できた(Fig. 3.)。これは、ゲート電極のイン

ピーダンスと寄生容量が減少したためと考えられる。

以上から、金属ローカルゲートを使用したG-NEMRに

おける高次モード共振の測定に成功した。 
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Fig. 1. SEM image of a double 

clamped graphene resonator using 

local gate (2 × 2 μm2) 

 

 

Fig. 2. Frequency dependence of gate 

voltage. (Global gate: 2 × 2 μm2) 

 

 

Fig. 3. Frequency dependence of gate 

voltage. (Local gate: 2 × 2 μm2) 
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